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ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ ユーザーズガイド 

 

株式会社 彗星電子システム 

                                             第 3 版  2011 年 6 月  発行 

 

１. 概要 

ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇは、ＥＦＰ－Ⅰ本体に装着して使用するＥＦＰ－Ⅰ本体専用パラレル書込みユニッ

トです。 

ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇを使用することにより、ルネサスエレクトロニクス製Ｍ１６Ｃ／２１シリーズのフ

ラッシュメモリ内蔵ＭＣＵへの書込み、読み出しができます。 

また、ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇには１００ピン０.６５ｍｍピッチＱＦＰ(１００Ｐ６Ｓ－Ａ)ＩＣソケットを

実装しています。 

 

＜包装内容＞ 

１）ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ 

２）ユーザーズガイド（本資料） 

 

 図１．１にＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇの外形図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図１．１  ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ外形図 
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２. ＭＣＵの挿入方法とＩＣソケットの清掃 

２.１ ＭＣＵの挿入方法 

 

        ＭＣＵを挿入するときは、ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番                                           

      ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分                                            

          ご注意ください。 

            図２．１にＭＣＵの挿入方法を示します｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図２．１  ＭＣＵの挿入方法 

 

２.２ ＩＣソケットの清掃 

ＭＣＵユニットのＩＣソケットは、使用回数や年数により内部のコンタクトピンの汚れ、劣化、もしくは半

田転移による導通不良が発生する場合があります。 

接触不良によりＭＣＵの誤書込みやライタの誤動作の問題が発生する場合がありますので、下記の対策を行

ってください。 

また、接触不良による問い合わせも受け付けておりますが、弊社ではＩＣソケットを消耗品として取り扱っ

ておりますので、使用劣化によるＩＣソケットの接触不良に関しましては商品の買い替えを推奨させていただ

く場合がありますことを御了承ください。 

 

 

 

① 使用回数に応じて、定期的にＩＣソケット内部のコンタクトピン表面をブラシ等で清掃ください。 

② 長期間使用しない場合は、製品をビニール袋等に入れて湿気をおさえて保管してください。 

 

【清掃用推奨アイテム】 

 ＩＣソケットにあるコンタクトピンの清掃については、ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）の使用を推

奨しています。 

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良くしま

す。接触不良の問題が生じた場合はお試しください。 

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所（下記サイト参照）までお問い合わせください。 

 

ナノテクブラシ（株式会社喜多製作所）   http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html 

IC ソケット接触不良対策 
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３. 仕様 

        表３．１にＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇの仕様を示します。 

 

       表３．１  ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ仕様 

 

MCUﾀｲﾌﾟ 

 

ﾒﾓﾘﾀｲﾌﾟ 

 

対応MCU名 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ 

 

SW1 

 

SW2 

 

 M3021xFC(BOOT) 

 

 ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ 

 

 M30218FCxFP 

 

 DF000H ～ DFDFFH 

 

  BOOT 

 

   Pch 

 

 M3021xFC(NORMAL) 

 

 ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ 

 

 M30218FCxFP 

 

 E0000H ～ FFFFFH 

 

 NORMAL 

 

   Pch 

 

 

 

４. ＳＷ１の設定について 

      ＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧのＳＷ１を設定することによりＢＯＯＴ領域とＮＯＲＭＡＬ領域へ 

     の書込みおよび読み出しが行えます｡ 

   各領域の設定方法を以下に示します。 

 

            １）ＢＯＯＴ領域の設定 

  ＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧのＳＷ１をＢＯＯＴ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定ダイ 

        アログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３０２１ｘＦＣ（ＢＯＯＴ）”に設定します。 

 

      ２）ＮＯＲＭＡＬ領域の設定 

  ＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧのＳＷ１をＮＯＲＭＡＬ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定                                         

  ダイアログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３０２１ｘＦＣ（ＮＯＲＭＡＬ）”に設定 

     します。 

 

   ※ＥＦＰ－Ⅰ本体のデバイスＬＥＤ（赤）が点灯時はＳＷ１の設定を行わないでください。 

            ※ＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定しＮＯＲＭＡＬ領域とＢＯＯＴ領域を一括で読み出しおよび                                          

    書込みを行う場合は、７．Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 

    （デバイス一括マクロ）を参照してください。 

 

 

５.   ＳＷ２の設定について 

      ＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧのＳＷ２はＭＣＵのポートＰ０の出力形式を設定します。 

      表３．１ ＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇ仕様の内容に従って設定を行ってください。 

 

      ※ＥＦＰ－Ⅰ本体のデバイスＬＥＤ（赤）が点灯時はＳＷ２の設定を行わないでください。 
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６. Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（デバイス一括マクロ） 

     デバイス一括マクロコマンドはＭＣＵのＮＯＲＭＡＬ領域およびＢＯＯＴ領域を一括で書込み 

  および読み出しを行うコマンドです。デバイス一括マクロコマンドを使用する場合は、ＭＣＵユニット                                            

  上のＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定してください。 

   本コマンドは書込み済みのＭＣＵからデータを読み出し、ブランク品のＭＣＵに読み出した                                           

  データを書込む等の作業を行う際にご使用ください。 

     デバイス一括マクロコマンドのパラメータ入力ダイアログを図７．１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．１ デバイス一括マクロコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｓｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ（開始、終了アドレス（ＢＯＯＴ領域）） 

    ＢＯＯＴ領域に読み出しまたは書込みを行う領域を指定します。 

    本パラメータには５Ｆ０００Ｈから５ＦＤＦＦＨまでの領域を指定してください。 

 

    ※ＢＯＯＴ領域はＮＯＲＭＡＬ領域とアドレス空間が重複しているためＥＦＰ－Ⅰ本体                                      

     内蔵ＲＡＭの５Ｆ０００Ｈから５ＦＤＦＦＨをＢＯＯＴ領域用のワーク領域に割当て                                      

                      ています。 

     ワーク領域の概略図を図７．２に示します。 

 

 

 

               EFP-Ⅰ本体内蔵RAM                  MCU(BOOT領域)             

      5F000H 

 

      5FDFFH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

DF000H 

 

DFDFFH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ※BOOT領域にｺﾏﾝﾄﾞを実行した場合の内部処理 

    ①EFP-Ⅰ本体内蔵RAMに5F000Hのｵﾌｾｯﾄｱﾄﾞﾚｽを設定しﾜｰｸ領域を一時作成 

      します。 

    ②BOOT領域にﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟで指定したｺﾏﾝﾄﾞを発行します。 

      ﾘｰﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞを実行した場合はﾜｰｸ領域内(5F000H～5FDFFH)に読み出し                                

   ﾃﾞｰﾀが格納されます。 

 

                 図６．２ ワーク領域概略図 
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  ２）Ｓｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ（開始、終了アドレス（ＮＯＲＭＡＬ領域）） 

    ＮＯＲＭＡＬ領域に読み出しまたは書込みを行う領域を指定します。 

       使用するデバイスのＮＯＲＭＡＬ領域内のアドレスを指定してください。 

  ３）Ｄｅｖｉｃｅ Ｔｙｐｅ（デバイスタイプ） 

    発行するコマンドを指定します。本パラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト 

                    （下向き矢印をマウスでクリックすると表示）により選択してください。 

  ４）Ｉｎｃｌｕｄｅ Ｂｌｏｃｋ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ブロック情報も含む） 

          本ユニットでは設定できません。 

  ５）ＯＫボタン 

    デバイス一括マクロコマンドを実行します。 

  ６）Ｃａｎｃｅｌボタン 

      コマンドを中止します。 

 

  ※デバイス一括マクロコマンドの使用例について 

      デバイス一括マクロコマンドを使用し、書込み済みのＭＣＵからデータを読み出し、ブランク 

      品のＭＣＵへデータを書込む場合の使用例を以下に示します。 

 

   １）ＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧのＳＷ１を"ＮＯＲＭ＋ＢＯＯＴ"に設定し、ＷｉｎＥＦＰメニュー                                         

     内の［Ｄｅｖｉｃｅ］→［Ｄｅｖｉｃｅ ｂａｔｃｈ ｍａｃｒｏｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ］                                         

     を選択します。 

   ２）書込み済みのＭＣＵをＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇに挿入します。デバイス一括マクロコマンド                                         

  の開始、終了アドレスは任意のアドレスを設定し、デバイスタイプを"リード"に設定し                                         

        ＯＫボタンをクリックします。 

  コマンドが正常に終了した場合はＥＦ３０２１Ｆ－１００ＧからＭＣＵを取り出します。 

   ３）ブランク品のＭＣＵをＥＦ３０２１Ｆ－１００Ｇに挿入します。デバイス一括マクロの                                         

  開始、終了アドレスには任意のアドレスを設定し、デバイスタイプを"プログラム"に設定 

                しＯＫボタンをクリックします。 

 

 

７. ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス 

            ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの容量は５１２Ｋバイトであるため、０Ｈから７ＦＦＦＦＨの領域 

  が使用できる領域となります。 

   Ｍ３０２１８ＦＣの内蔵フラッシュメモリのアドレス領域はＥ００００ＨからＦＦＦＦＦＨのため                                           

          ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの領域が不足しています。そのためＷｉｎＥＦＰは８００００ＨのＨＥＸ                                            

          オフセットアドレスを自動で設定し、ＥＦＰ－Ⅰ本体内蔵ＲＡＭの０Ｈが８００００Ｈとなり                                            

  終了アドレスがＦＦＦＦＦＨになるようにしています。 

 

      ※ＷｉｎＥＦＰウィンドウメニュー内の［Ｅｄｉｔ］内のコマンドの開始、終了アドレスパラメータ                                          

    には８００００ＨからＦＦＦＦＦＨのアドレスを指定してください。 

       自動オフセット（８００００Ｈ）のため、０Ｈから７ＦＦＦＦＨのアドレスは使用できません。                                          

      ※８００００Ｈの自動オフセットはＨＥＸオフセットアドレス等には表示されていません。 

       ＨＥＸオフセット等にアドレスを入力すると、８００００Ｈに入力したアドレス値を加算し 

    たオフセットが設定されます。 

 


